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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPOSANTS POUR PARAFOUDRES BASSE TENSION -

Partie 341: Spécifications pour les parafoudres a thyristor

AVANT-PROPOS

1) La CEIl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIY.
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisati

du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant
sont représentés dans chaque comité d’études.

6) L’attention est attirée sur le\fai i ! e de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de prpriété intel its” analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour

La Norme inten@u 6164 ~ 5té établie par le sous-comité 37B: Composants
spécifiques aux payaf i i i ité
d’études 37 de la C

Rapport de vote
) 37B/58/FDIS 37B/61/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
L’annexe A fait partie intégrante de cette norme.
L'annexe B est donnée uniquement a titre d’information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005. A cette
date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou

- amendée. Documents
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

COMPONENTS FOR LOW-VOLTAGE SURGE PROTECTIVE DEVICES -

Part 341: Specification for thyristor surge suppressors (TSS)

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of tre~|EC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electricalfand electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Stapdatds. Thei reparatlon is

participate in this preparatory work. International, governmental and non-gowérnrenqtal organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates i ernational
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions d Wi .

two organizations.

from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendation
of standards, technical specifications, technical report
Committees in that sense.

6) Attention is drawn to the possjbiliti\that some

International Sta r
components for

Surge arresters.

The text of this standard\s base he following documents:

\ \/FDIS Report on voting

B 37B/58/FDIS 37B/61/RVD

Full information o voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.
Annex A forms an integral part of this standard.
Annex B is for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2005. At this date, the publication will be

* reconfirmed;
e withdrawn;

* replaced by a revised edition, or

«  amended. Documents
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COMPOSANTS POUR PARAFOUDRES BASSE TENSION -

Partie 341: Spécifications pour les parafoudres a thyristor

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 61643 est une norme de spécification d'essai pour les
composants de parafoudres a thyristor (TSS) destinés a limiter les surtensions et a écouler les
courants de foudre par des actions de dérivation. Ces composants peuvent étrenutilisés dans la
construction de dispositifs de protection contre la foudre, particulieremer domaine des
télécommunications.

La présente norme contient des indications sur

— les termes, symboles littéraires et définitions,
— les fonctions fondamentales, les configurations et Ia
— les conditions de fonctionnement et les modes d

— la vérification et la mesure des caractéristique

2 Références normatives

itions qui, par suite de la référence

Les documents normatifs suivants contienpent de
qui y est faite, constituent d ispositi ble la présente partie de la CEl 61643.
Pour les références datée s ts\ultérieuyrs ou les révisions de ces publications ne

la CEl 61643 sont invitées Ité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents notmatifs indi i-aprds. Pyur les références non datées, la derniére édition
du document nof 5 aI| use. Les membres de la CEI et de I'ISO possédent
le registre des Norrhes int )

CEIl 60099-4, Parafgudres — Partie 4: Parafoudres a oxyde métallique sans éclateur pour
réseaux a courant alternatif

CEIl 60721-3-3, Classification des conditions d'environnement — Partie 3: Classification des
groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités — Section 3: Utilisation a poste
fixe, protégé contre les intempéries

CEl 60721-3-9, Classification des conditions d'environnement — Partie 3: Classification des
groupes des paramétres d'environnement et leurs sévérités — Section 9: Microclimats a
l'intérieur des produits

CEl 60747-1:1983, Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets — Premiére partie:
Généralités
CEIl 60747-2:1983, Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits intégrés —
Partie 2: Diodes de redressement
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COMPONENTS FOR LOW-VOLTAGE SURGE PROTECTIVE DEVICES -

Part 341: Specification for thyristor surge suppressors (TSS)

1 Scope

This part of IEC 61643 is a test specification standard for thyristor surge suppressor (TSS)
components designed to limit overvoltages and divert surge currents by clipping and
crowbarring actions. Such components are used in the construction rge protective
devices, particularly as they apply to telecommunications.

This standard contains information on

— terms, letter symbols, and definitions
— basic functions, configurations and component structur.
— service conditions and fault modes

— rating verification and characteristic measureme

2 Normative references

references, the latest editi

and ISO maintain:gi
IEC 60050(191), Interna

IEC 60099-4
systems

IEC 60721-3-3, Classification of environmental conditions — Part 3: Classification of groups of
environmental parameters and their severities — Section 3: Stationary use at weather-
protected locations

IEC 60721-3-9, Classification of environmental conditions — Part 3: Classification of groups of
environmental parameters and their severities — Section 9: Microclimates inside products

IEC 60747-1:1983, Semiconductor devices — Discrete devices and integrated circuits — Part 1:
General

IEC 60747-2: 1983, Semiconductor devices Discrete devices and integrated circuits — Part 2:
Rectifier diodes
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CEIl 60747-6:1983, Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits intégrés —
Sixieme partie: Thyristors

NOTE Le parafoudre a thyristor présente des caractéristiques et des utilisations assez différentes de celles des
thyristors traités dans la CEl 60747-6. Ces différences nécessitent la modification de la description de quelques
caractéristiques et l'introduction de nouveaux termes. Ces changements sont indiqués dans I'article 3.

CEI 60749:1996, Dispositifs a semiconducteurs — Essais mécaniques et climatiques

CEI 61000-4-5:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai et
de mesures — Section 5: Essai d'immunité aux ondes de choc

CEIl 61083-1:1991, Enregistreurs numériques pour les mesures pendant lgs—essais de choc a

haute tension — Partie 1: Prescriptions pour les enregistreurs numérique

ITU-T Recommandation K.20:1996, Immunité des équipemenry on  des

téléecommunications aux surtensions et aux surintensités

ITU-T Recommandation K.21:1996, Immunité des termina QN ¢ nsions et aux
surintensités

applicables.

3.1 Termes param

NOTE 1 g V de la CEl 60747-1, la CEl 60027 recommande l'utilisation des
lettres V et v pour le ét u; cependant, dans le domaine des dispositifs a semiconducteurs
les lettres V et v pour les tension t largement utilisées, et dans la présente publication elles le sont autant que
les lettres U € utilise les lettres V et v pour les tensions et les lettres U et u en
remplacemen

NOTE 2 es de symboles sont utilisées, la plus commune est donnée en premier

311 nées des bornes principales

Les valeurs assignées présentées traitent des prescriptions relatives aux quadrants de
blocage, de conduction et de commutation.

3.1.1.1

tension de pointe répétitive a I'état bloqué, Vpry

valeur assignée instantanée maximale (créte) de la tension a I'état bloqué, y compris toutes les
tensions transitoires c.c. répétitives ou non

3.1.1.2

courant de pointe répétitif a I'état passant, Iygpn

valeur assignée maximale (créte) du courant alternatif a I'état passant de forme d'onde et de
fréquence spécifiées pouvant étre appliqué en permanence
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IEC 60747-6:1983, Semiconductor devices — Discrete devices and integrated circuits — Part 6:
Thyristors

NOTE The TSS has substantially different characteristics and usage to the type of thyristor covered by IEC
60747-6. These differences necessitate the modification of some characteristic descriptions and the introduction of
new terms. Such changes and additions are indicated in clause 3.

IEC 60749:1996, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods

IEC 61000-4-5:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 5: Surge immunity test

IEC 61083-1:1991 Digital recorders for measurements in high-voltage impuise_tests — Part 1:

Requirements for digital recorders

ITU-T Recommendation K.20:1996 Resistibility of telecommunicatk
overvoltages and overcurrents

ITU-T Recommendation K.21:1996 Resistibility of subscrik
overcurrents

ITU-T Recommendation K.28:1993 Characteristics
the protection of telecommunications installationg

3.11
main termina
listed ratings co
quadrants

3.1.1.1

repetitive peak off-state voltage, Vpry

rated maximum (peak) instantaneous voltage that may be applied in the off-state conditions
including all d.c. and repetitive voltage components

3.1.1.2

repetitive peak on-state current, Itgy

rated maximum (peak) value of a.c. power frequency on-state current of specified waveshape
and frequency which may be applied continuously
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3.1.1.3

courant de pointe non répétitif a I'état passant, Itg

valeur assignée maximale (créte) du courant alternatif créte a I'état passant de forme d'onde et
de fréquence spécifiées pouvant étre appliqué pendant un temps spécifié ou un nombre de
cycles alternatifs

3.1.1.4

courant de pointe non répétitif de choc, Ippgy, Irsm

valeur assignée maximale (créte) du courant de choc de créte de forme d'onde et de fréquence
spécifiées pouvant étre appliqué

NOTE |l existe plusieurs symboles pour cette caractéristique; ils sont comparés ci-dessous:

Ippsm  Définition techniquement correcte car c'est la valeur maximale ou créte (M) non répétitiven(S) de /pp.

Itsm Définition non correcte pour des chocs brefs car la valeur maximale (M) du gou Qn repétitif (S) peut

ne pas se produire si le dispositif est a I'état passant (T).

an

Ippm L'utilisation de ce symbole pour une valeur non répétitive est déconseillée.\C
valeur assignée maximale répétitive (M) de /Ipp

e\symboleNeprésente la

Ipp L'utilisation de ce symbole pour une valeur assignée est décons

3.1.1.5

3.1.1.6
courant direct de créte no

3.1.1.7
courant direct @é
valeur assignée g

spécifiées, pouva

3.1.1.8
taux critig courant a I'état passant, di/dt (diy/dt)cr
16 montée du courant que le dispositif peut supporter sans dommage

3.1.2 Caractéristiques des bornes maitresses

3.1.21
tension a I'état bloqué, Vp
tension continue lorsque le dispositif est a I'état bloqué

3.1.2.2
courant a I'état bloqué, Ip
courant continu dd a la tension a I'état bloqué Vp

3.1.2.3

courant de créte répétitif a I'état bloqué, Ipgy

valeur maximale (créte) du courant a I'état bloqué due a l'application de la tension inverse de
pointe répétitive Vprum
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3.1.1.3

non-repetitive peak on-state current, I;gy

rated maximum (peak) value of a.c. power frequency on-state surge current of specified
waveshape and frequency which may be applied for a specified time or number of a.c. cycles

3.11.4

non-repetitive peak impulse current, Ippgy Itsy

rated maximum value of peak impulse current of specified amplitude and waveshape that may
be applied

NOTE There are several symbols that are used for this rating. The merits of these symbols are as follows:

/ This is technically correct as it is the maximum or peak (M) non-repetitive (S) value of /

PPSM P-

ltsm  For short duration impulses this is not technically correct as the maximum (M) value of mon-repetitive (S)
current may not occur when the device is in the on-state (T) condition.

Iepm  The use of this symbol for a non-repetitive value is discouraged. This sypboN e ¢ i (M)
repetitive value of Ipp.

Ipp The use of this symbol for a rated value is discouraged. The tep ent s a circuit
parameter and is defined as the peak current for a series of essentiall

3.1.1.5
repetitive peak reverse voltage, Vgru

rated maximum (peak
and frequency w

3.1.1.8

3.1.21
off-state voltage, Vi
d.c. voltage when the device is in the off-state

3.1.2.2
off-state current, I
d.c. value of current that results from the application of the off-state voltage, Vp

3.1.2.3

repetitive peak off-state current, Ipgy

maximum (peak) value of off-state current that results from the application of the repetitive
peak off-state voltage, Vpry
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3.1.24

tension de retournement, Vg

tension maximale dans le dispositif ou dans une région de retournement mesurée dans des
conditions spécifiées de montée de tension et du courant

NOTE Si une caractéristique de retournement présente plusieurs valeurs de V(go) devant étre référencées, un
suffixe numérique peut étre ajouté et les courants correspondants spécifiés, par exemple:

Vigoyr 0 < /igr) < 10 mA

(BR)
3.1.2.5

courant de maintien, Iy

courant minimal d'anode, principal ou de thyristor nécessaire pour maintenir le thyristor a I'état
passant

3.1.2.6
capacité a I'état bloqué, C,, C,

capacité différentielle des bornes spécifiees a I'état bqu
specifiées de la fréquence, f, de I'amplitude, V4 et de la tensi

3.1.2.7
courant inverse de créte répétitif, Iggy

valeur assignée maximale (créte) du courant inve
créte répétitive Vgry

3.1.2.8

3.1.2.9

taux critique d@
valeur assignée i

pas la commutatio

3.1.3

Les paramétre Srive utés suivants peuvent étre nécessaires pour des comparaisons,
certaines (] es processus statistiques.

3.1.31

tension inverse de claquage, V(gRg)
tension dans la région de claquage (avant le point de retournement) pour un courant spécifié
de claquage /(gR)

NOTE Pour des dispositifs de pente de claquage positif, V(gg) peut étre utilisée en lieu et place de Vpgy.

3.1.3.2
courant de claquage, /gg)
courant, dans le disposi%if, dans la région de claquage

3.1.3.3
courant de retournement, I(Bo)
courant instantané circulant sous la tension de retournement, V(BO)
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3.1.24

breakover voltage, Vg,

maximum voltage across the device in or at the breakdown region measured under specified
voltage rate of rise and current rate of rise

NOTE Where a breakdown characteristic has several V(go) values that need to be referenced, a numeric suffix can
be added and the relevant part of the breakdown current range specified, e.g.

% 0 </ggy<10mA

(BO)1’ (BR

3.1.2.5
holding current, Iy
minimum anode, principal, or thyristor current that maintains the thyristor in the on-state

3.1.2.6

off-state capacitance, C,, C,
differential capacitance at the specified terminals in the off-st
frequency, f, amplitude, V4 and d.c. bias, Vp

e

3.1.2.7

repetitive peak reverse current, Iggpy
maximum (peak) value of reverse current that resu
peak reverse voltage, Vrrym

the.application of the repetitive

3.1.2.8
peak forward recovery voltage, Vegnm
maximum value of forward conduction
specified voltage rate of rise and cur
voltage condition

ice upon the application of a
Qllowing a zero or specified reverse-

3.1.2.9

The followin i ured parameters may be necessary or useful for comparison,
certain applica ytistisal process controls.

3.1.3.1
breakdown voltage, V gg)
voltage across the device in the breakdown region (prior to the switching point) at a specified
breakdown current, I(BR)

NOTE For positive breakdown slope devices, V(gg) may be used as an alternative to Vpgy.

3.1.3.2
breakdown current, I/ gg
current through the device in the breakdown region

3.1.3.3
breakover current, / gg
instantaneous curren{ flowing at the breakover voltage, V(Bo)
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3.1.34

tension de commutation, Vg

tension instantanée dans le dispositif en fin de la région de claquage avant le passage a I'état
passant

3.1.3.5
courant de commutation, /g
courant instantané s'écoulant dans le dispositif sous la tension de commutation, Vg

3.1.3.6
tension a I'état passant, V;
tension dans le dispositif a I'état passant sous un courant spécifié /7

3.1.3.7
courant a I'état passant, /;
courant dans le dispositif a I'état passant

3.1.3.8
tension directe, Vp
tension dans le dispositif en conduction directe sous u

3.1.3.9
courant direct, /¢
courant dans le dispositif en conductiondire

3.1.3.10

résistance de commutatio
résistance équivalente de penta d la ion de claquage, Rg, telle que

3.1.3.11 Q

résistance d'isolente
résistance d'isoleghent e S ée du dispositif, telle que

Vo !/ Ip (2)

que les valeurs maximales et minimales des parameétres sont valables dans tout le domaine
spécifié de température. Des définitions communes relatives a la température sont données ci-
apres.

3.1.4.1
coefficient de température de la tension de claquage, aygg), dV(gr)/dT,
rapport entre la variation de la tension de claquage V(BR) et les variations de température

NOTE |l s'exprime soit en millivolts par degré Kelvin (mV/K) soit en pourcentage par degré Kelvin (%/K) en se
référant a la tension de claquage a 25 °C.

Des unités autres que millivolts par Kelvin (mV/K) et pourcentage par Kelvin (%/K) sont mV/°C et %/°C.

3.1.4.2
variation du courant de maintien avec la température
variation du courant de maintien /y; avec la variation de température. Elle est indiquée sur un

graphique
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3.1.3.4

switching voltage, Vg

instantaneous voltage across the device at the final point in the breakdown region prior to
switching into the on-state

3.1.3.5
switching current, Ig
instantaneous current flowing through the device at the switching voltage, Vg

3.1.3.6
on-state voltage, V;
voltage across the device in the on-state condition at a specified current /

3.1.3.7
on-state current, I
current through the device in the on-state condition

3.1.3.8
forward voltage, Vi
voltage across the device in the forward conducting

3.1.3.9
forward current, /¢

3.1.3.10
switching resistance, Rg
derived equivalent slope ¢

3.1.3.11 Q

insulation resistan
derived equivalent i e of the device, computed by:

Vo ! Ip (2)

All the semiconductot-related TSS parameters are temperature dependent. The need for
temperature dependerice information can often be removed by specifying that a parameter’s
maximum or minimum value should be valid over the intended operating temperature range.
Some common temperature related terms are shown hereafter.

3.1.41
temperature coefficient of breakdown voltage, aV(gr), dV(ggr)/d7,
ratio of the change in breakdown voltage, V(BR), to changes in temperature

NOTE Expressed as either millivolts per Kelvin (mV/K) or per cent per Kelvin (%/K) with reference to the 25 °C
value of breakdown voltage. Alternatives to mV/K and %/K are mV/°C and %/°C.

3.1.4.2
variation of holding current with temperature
change in holding current, Iy, with changes in temperature and shown as a graph
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3.1.4.3

déclassement en température

déclassement avec une température supérieure a une température de base spécifiée, exprimé
en pourcentage, pouvant étre appliqué au courant de choc de créte

3.1.4.4

résistance thermique, Ry, Rihyc: Ringa (ReyLs Reucs Reun)

élévation réelle de la température par unité de puissance de dissipation d'une jonction définie,
au-dessus d'une température de référence définie a I'extérieur (fil, boftier, ou air ambiant) dans
des conditions d'équilibre thermique

NOTE La résistance thermique s'exprime généralement en K/W ou en °C/W en remplacement.

3.1.4.5
impédance thermique transitoire, ZinaL(ty Zthac(ty ZthJAy) (ZeJL(t),
variation de température entre la jonction virtuelle et la températurend'u région
de référence (fil, boitier, air ambiant) en fin d'intervalle de , pas de
changement de dissipation de puissance au début du méme i 3 la variation
de température

NOTE 1 L'impédance thermique s'exprime généralement en K/W gqu-e

3.1.4.6
température (virtuelle) de jonction,
temperature théorique representant la

jonctions multiples et est utilisé
est requis par les spécification
remplacement du terme «tem

3.1.4.7 @
température ma e

3.1.4.8

NOTE Les gamm
CEIl 60749, chapitre

. 0°Ca125°C;
« -55°Ca125°C;
+ -—65°Ca150°C.

empératures préférentielles (prises dans la CEl 60747-1, chapitre VI, article 5, et la
paragraphe 1.2) sont

315 Parameétres de gachette

3.1.51

courant de gachette d'amorcage, /g

courant de gachette le plus faible nécessaire pour commuter le dispositif de I'état bloqué a
I'état passant

3.1.5.2
tension d'amorcgage par la gachette, Vg
tension de gachette nécessaire pour produire le courant de gachette, /g7
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3.1.43

temperature derating

derating with temperature above a specified base temperature, expressed as a percentage,
such as may be applied to peak pulse current

3.14.4

thermal resistance, Ry, ., Rihycs Rihua (ReyLs Resc: Reya)

effective temperature rise per unit power dissipation of a designated junction, above the
temperature of a stated external reference point (lead, case or ambient) under conditions of
thermal equilibrium

NOTE Thermal resistance is usually expressed as K/W with °C/W as an alternative.

3.1.4.5

transient thermal impedance, Zy, 5 (¢, Zthac(r)> ZthJA(t) (ZedL(t) Ze

change in the difference between the virtual junction temperatureand smperatyre of a
specified reference point or region (lead, case, or ambient) i interval,
divided by the step function change in power dissipation at t i same time

NOTE 1 Thermal impedance is usually expressed as K/W with °C/

NOTE 2 It is the thermal impedance of the junction under condj R S is\generally given in the form
of a curve as a function of the duration of an applied power pulsg

3.1.4.6
(virtual) junction temperature, TJ, Ty
theoretical temperature representing the he”junction(s) calculated on the
basis of a simplified model of the thermfal and ele ehaviour of the device

NOTE The term “virtual-junction temperature
used to denote the temperatugé oR the active &
methods. The term “junction te i
Tvy, in this standard.

3.1.4.7
maximum juncti

maximum value of g ' sp Atemperature, due to self heating, which a TSS can
withstand withou i

element when required in specifications and test
angeably with the term “virtual junction temperature”,

3.1.4.8
storage max.
tempera g\o ver which the device can be stored without any voltage applied

NOTE Preferred temper:
clause 1.2 ) are

0°Cto125°C
-55°C to 125 °C
—65 °C to 150 °C

tureanges (selected from IEC 60747-1, chapter VI, clause 5 and IEC 60749, chapter llI,

3.1.5 Gate terminal parameters

3.1.5.1
gate trigger current, /g
lowest gate current required to switch a device from the off-state to the on-state

3.1.5.2
gate trigger voltage, Vg
gate voltage required to produce the gate trigger current, /gt
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3.1.5.3

tension créte a I'état bloqué entre gachette et borne adjacente, Vgppy

tension maximale entre gachette et cathode pour un dispositif P ou entre gachette et anode
pour une gachette N, pouvant étre appliquée de maniére qu'un courant de blocage /I sous une
tension assignée de blocage, Vp, ne soit pas dépassé

3.1.54
courant de créte de gachette a I'état bloqué, Igpy
courant maximal de gachette da a I'application de la tension de créte a I'état bloqué Vgpy

3.1.5.5
courant inverse de gachette, borne adjacente ouverte, Igao; Igko
courant s'écoulant dans la gachette si une tension spécifiée de gachette”’
la borne de la cathode est ouverte pour un type P ou la borne d'a
type N

est appliquée et si
oyverte pour un

3.1.5.6
courant inverse de géchette bornes maitresses court- i

pour un type N, aux trois bornes
NOTE Cette définition n'est applicable qu'aux dispositifs a

3.1.5.7
courant inverse de gachette, a I'état pa
courant s'écoulant dans la gachette si
passant /7

3.1.5.8

courant invers a
courant s'écoula

de conduction direct

directe, Igar, IgkF
nsion spécifiée Vg est appliquée avec un courant

daris des conditions de choc, lors de la commutation de I'état bloqué au

point de retournementysous la tension spécifiée Vg

3.1.5.10

courant de créte de commutation de gachette, Igg,

valeur maximale du courant dans la gachette lors de la transition de I'état bloqué au point de
retournement, sous une tension spécifiée Vg

3.1.5.11

tension de retournement entre gachette et borne adjacente, Vg BO): VGA(Bo)

tension entre gachette et cathode pour un dispositif P ou tension engre gachette et anode pour
un dispositif N, au point de retournement

NOTE Cela est équivalent a la différence de tension entre la tension de retournement, V(gp), et la tension
spécifiée de gachette, Vg
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3.1.5.3

gate-to-adjacent terminal peak off-state voltage,

maximum gate to cathode voltage for a P-gate device or gate to anode voltage for an N-gate
device that may be applied such that a specified off-state current, Ip, at a rated off-state
voltage, Vp, is not exceeded

3.1.5.4
peak off-state gate current, Igpy
maximum gate current that results from the application of the peak off-state gate voltage,

Veom

3.1.5.5

gate reverse current, adjacent terminal open, Iga0 | Igko
current through the gate terminal when a specified gate bias voltage
cathode terminal for a P-gate device or anode terminal for an N-gat

3.1.5.6

gate reverse current, main terminals short-circuited, /4

current through the gate terminal when a specified gate bia i\ i applied and the
cathode terminal for a P-gate device or anode terming is short-circuited

to the third terminal
NOTE This definition only applies to devices with integrated s

3.1.5.7
gate reverse current, on-state, /g7,
current through the gate terminal wh
specified on-state current, /

3.1.5.8

gate reverse current,
current through '
e 4

specified forward

specified gate bias voltage, Vg, is applied and a
flowing

s . s
charge frouy minal, under impulse conditions, during the transition from the off-
state to the~switchi , when a specified gate bias voltage, Vg, is applied

3.1.5.10
peak gate switching current, Iggy

maximum value of current through the gate terminal during the transition from the off state to
the switching point, when a specified gate bias voltage, Vg, is applied

3.1.5.11

gate-to-adjacent terminal breakover voltage, Vg go), Vea(BO

gate-to-cathode voltage for a P-type device or gate to anode voftage for an N-gate device at
the breakover point

NOTE This is equivalent to the voltage difference between the breakover voltage, V(go), and the specified gate
voltage, Vg
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3.2 Termes et définitions pour les TSS, les bornes et la terminologie caractéristique

3.21 TSS

3.211

TSS asymétrique bidirectionnel

thyristor présentant un comportement trés différent de commutation dans les premier et
troisieme quadrants de la caractéristique tension-courant

3.21.2

TSS bidirectionnel
thyristor présentant un comportement de commutation dans les premier et
de la caractéristique tension-courant

isieme quadrants

3.21.3
TSS a blocage direct
TSS ne commutant que pour une tension négative de la borne™pn athode) et

3.21.4

TSS a conduction directe
TSS ne commutant que pour une tension négati
eécoulant des courants élevés pour une
la tension a I'état passant

ihcipale 2 (cathode) et
principale 2 comparable a

3.2.1.5

TSS a résistance négative de retourneme
TSS dont la tension statigu eteurnemen ésehte™une pente de résistance trés négative

avant la commutation

3.2.1.6
thyristor a géc
thyristor dans lequel fa

région P a laquelle/a
en appliquant un §i

8, est connectée a la région N la plus proche de la
tée et qui est normalement commuté a I'état passant
ne a gachette par rapport a la borne d'anode

3.21.7

&0
elle est cohnectée I'anode et qui est normalement commuté a I'état passant en
al positif a la borne a gachette par rapport a la borne de cathode

région N a lag
appliquant un sign

3.21.8

TSS a résistance positive de retournement

TSS dont la caractéristique de retournement statique présente une pente trés positive avant la
commutation

3.21.9
TSS bloqué en inverse
TSS présentant un état bloqué pour une tension positive de cathode

3.2.1.10
TSS passant en inverse
TSS présentant un état passant pour une tension positive de cathode
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3.2 Terms and definitions for TSS, terminals and characteristic terminology

3.21 TSS

3.21.1

asymmetrical bidirectional TSS

thyristor having substantially different switching behaviour in the first and third quadrants of
the principal voltage-current characteristic

3.21.2

bidirectional TSS
thyristor having switching behaviour in the first and third quadrants of theprincipal voltage-
current characteristic

3.2.1.3

forward-blocking TSS
TSS that switches only for negative main terminal-2 (cathode)
state for positive main terminal-2 voltage

a blocking

3.214

forward-conducting TSS

TSS that switches only for negative main terminalk2 (cathode) voltage and conducts large
DIE i nitide to the on-state voltage

3.2.1.5
negative breakdown resistance TSS
TSS, whose static breakdown charad
switching

negative resistance slope prior to

3.2.1.6

N-gate thyristor
gated thyristor i Jate g connected to the N-region adjacent to the P-
region to which i ed and that is normally switched to the on-state by
applying a negative gignal‘be S gdte and anode terminals

3.21.7

P-gate thyris
gated thyrn ' the ‘gate terminal is connected to the P-region adjacent to the N-
region t6 iC ode is connected and that is normally switched to the on-state by

applying a paQ

3.21.8
positive-breakdown-resistance TSS

TSS whose static breakdown characteristic has a net positive-resistance slope prior to
switching

3.21.9
reverse-blocking TSS
TSS that exhibits a blocking state for positive cathode voltage

3.2.1.10
reverse-conducting TSS
TSS that exhibits a conducting state for positive cathode voltage
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3.2.1.11

TSS symétrique bidirectionnel

TSS présentant sensiblement le méme comportement dans le premier et le troisiéme quadrant
de la caractéristique principale

3.21.12

thyristor

dispositif bistable a semi-conducteur comprenant au moins trois jonctions, pouvant étre
commuté de I'état bloqué a I'état passant et réciproquement, cette commutation ayant lieu
dans au moins un quadrant de la caractéristique principale

3.21.13

TSS unidirectionnel
TSS ne présentant des caractéristiques de commutation que dan
caracteéristique principale

drant de la

3.2.2 Bornes

3.2.21
anode
électrode par laquelle le courant entre dans le thy
avec la gachette en circuit ouvert

[CEl 60747-6]

i est a |'état passant

3.2.2.2
cathode

NOTE Cette définiti{}es

3.2.2.3

gachette
électrode connectée\a
commande

3.2.2.4
bornes maitresse
les deux bornes~au trayers desquelles le courant principal circule

NOTE Les bornes maitrésses peuvent étre appelées d’aprés leur application. Pour les télécommunications, les
bornes sont appelées R (boucle), T (contact) et G (terre) ou A, B et C (commun).

3.2.2.5
borne maitresse 1
borne maitresse appelée 1 par le fabricant

3.2.2.6
borne maitresse 2
borne maitresse appelée 2 par le fabricant

3.2.2.7
borne (électrique)
point de raccordement externe approprié
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3.21.11

symmetrical bidirectional TSS

thyristor having substantially the same switching behaviour in the first and third quadrants of
the principal voltage-current characteristic

3.21.12

thyristor

bistable semiconductor device comprising three or more junctions that can be switched from
the off state to the on state or vice versa, such switching occurring within at least one
quadrant of the principal voltage-current characteristic

3.2.1.13

unidirectional TSS
TSS that has switching characteristics in only one quadrant of the §
characteristic

age-current

3.2.2 Terminals

3.2.21
anode
electrode by which current enters the thyristor, whe
gate open-circuited

[IEC 60747-6]
NOTE This term does not apply to bidirectionakthyristo

the on-state with the

3.22.2

cathode
electrode by which currer
gate open-circuited

3.2.2.3 Q

gate
electrode connec

p the thyristor is in the on-state with the

NOTE The main_termi €y be named by application usage, e.g. in telecommunications, terminals may be
named after line con i : R (ring), T (tip) and G (ground) or A, B and C (common)

3.2.2.5
main terminal 1
main terminal that is named 1 by the device manufacturer

3.2.2.6
main terminal 2
main terminal that is named 2 by the device manufacturer

3.2.2.7
(electrical) terminal
externally available point of connection
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3.2.3 Caractéristiques

3.2.31

blocage

terme décrivant I'état d'un dispositif a semi-conducteur ou d'une jonction imposant une
résistance élevée au passage du courant

3.2.3.2

retournement
phénoméne apparaissant dans une jonction inverse dont l'origine est observée comme une
transition d'une région de résistance dynamique élevée vers une région de résistance
dynamique moindre et pour une amplitude croissante du courant inverse

3.2.3.3

région de retournement
partie de la caractéristique débutant a la transition de I'état bl
élevée vers une résistance moindre et s'étendant jusqu'a la con

3.2.34
point de retournement

NOTE S'il existe plus d'un point de retourneme
est caractérisé.

3.2.3.5
caractéristique
propriété naturelle et

NOTE Une telle propriété

et peut étre exprimée om
étre un ensemble .@

3.2.3.6
écrétage
type de limitat

NOTE Le mot écrétqge es} souvent utilisé bien que le VEI 702-04-37 définisse I'écrétage comme un procédé dans
lequel une caractéristique/du signal récurrent, par exemple sa composante continue, est considérée comme valeur
de référence.

3.2.3.7

crowbar

forme de limitation pour laquelle, lorsque toutes les valeurs instantanées d'un signal dépassent
la valeur de seuil prédéterminé, une impédance shunt faible est activée. S'il est actif, le shunt,
associé a l'impédance de la source du signal, réduit I'amplitude du signal

3.2.3.8
quadrant de blocage direct/inverse
quadrant de la caractéristique principale dans lequel le dispositif est a I'état bloqué inverse

[CEI 60747-6 modifiée]

NOTE C'est le quadrant 1 pour un TSS a conduction directe et le quadrant 3 pour un TSS a conduction inverse.
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3.23 Characteristic terminology

3.2.3.1

blocking

term describing the state of a semiconductor device or junction that imposes high resistance
to the passage of current

3.2.3.2

breakdown
phenomena occurring in a reverse biased semiconductor junction, the initiation of which is
observed as a transition from a region of high dynamic resistance to a region of substantially
lower dynamic resistance for increasing magnitude of reverse current

3.233
breakdown region

3.2.3.4
breakover point

NOTE If more than one breakover point exists
characterized.

3.2.3.5
characteristic
inherent and measurab

NOTE Such a propepty m
expressed as a valge 0
usually shown in graphicé

3.2.3.6
clipping (clamiping
form of limiting i | nstantaneous values of a signal exceeding a predetermined

values close to that of the threshold, all other instantaneous

NOTE The word clampifig is often used instead of clipping, although IEV 702-04-37 defines clamping as "a
process in which some feature of a recurrent signal, for instance its d.c. component, is held at a reference value".

3.2.3.7

crowbarring

form of limiting whereby when the instantaneous value of a signal becomes greater than a
predetermined threshold value a low impedance shunt is activated. When active, the shunt, in
conjunction with the signal source impedance, reduces the signal amplitude

3.2.3.8

forward/reverse blocking quadrant

quadrant of the principal voltage-current characteristic in which the device exhibits a reverse
blocking state

[IEC 60747-6, modified]
NOTE This will be the first quadrant for a forward blocking TSS and the third quadrant for a reverse blocking TSS.
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3.2.3.9

quadrant de conduction direct/inverse

quadrant de la caractéristique principale dans lequel le dispositif est a I'état passant direct
[CElI 60747-6 modifiée]

NOTE C'est le quadrant 1 pour un TSS a conduction directe et le quadrant 3 pour un TSS a conduction inverse.

3.2.3.10

passage direct

1) direction du courant dans une jonction P-N due a une tension relativement positive de la
région P par rapport a la région N

a l'autre borne

NOTE Cette définition n'est pas applicable si une ou plusieurs jonctions so
une autre jonction dont les régions P et N sont inversées.

3.2.3.11

valeur assignée qui définit soit une capacité limite, sp S iti e au-dela de laquelle

3.2.3.12
région de résistance différentielle n
région de la caractéristique.principale s le quadrant de commutation ou la

pistor commute entre les régions de

appliqué au dispositif, au minimum cent fois pendant sa

peut atteindre la température maximale assignée de la jonction pendant de
e pas bloquer la tension et commander la gachette pendant et immédiatement
evienne a l'équilibre. Cette condition peut étre répétée aprés que le dispositif a

3.2.3.14
région d'état bloqué

état du TSS, dans le quadrant de commutation, correspondant a la partie de la caractéristique
a résistance dynamique élevée entre l'origine et la région de retournement

[CEI 60747-6 modifiée]

3.2.3.15

région d'état passant

état du TSS correspondant a une partie a faible résistance en basse tension de Ia
caractéristique principale tension-courant du ou des quadrants de commutation

3.2.3.16

parameétre

description du dispositif mesurable ou quantifiable, telle qu’'une caractéristique ou une valeur
assignée
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3.2.3.9

forward/reverse conducting quadrant

quadrant of the principal voltage-current characteristic in which the device exhibits a forward
direction conduction state

[IEC 60747-6, modified]

NOTE This will be the first quadrant for a forward conducting TSS and the third quadrant for a reverse conducting
TSS.

3.2.3.10

forward direction

1) direction of current in a P-N junction that results when the P-type semiconductor region is
at a positive potential relative to the N-type region

iconductor
pe region

2) direction of current in a semiconductor device that results when the
region connected to one terminal is at a positive potential relati
connected to the other terminal

NOTE This definition does not apply if one or more junctions are connec in S S one other
junction whose P and N regions are reversed.

3.2.3.11
maximum rating (absolute maximum rating)

to the device may occur
NOTE A limiting condition may be either a ma«i

3.2.3.12
negative differential-resistance (region)
region of the principal voltage-curre " the switching quadrant where the

itches between the breakdown and on-
state regions
[IEC 60747-6, modified

3.2.3.13 <>
non-repetitive current

maximum rating tha ) he device for a minimum of 100 times over the life of

NOTE During 8 _device is permitted to exceed its maximum rated junction temperature for
short periods of\t of required to block voltage or retain any gate control during or immediately
following thi € i i e device has returned to the original equilibrium conditions. This rated
condition W e device has returned to the original thermal equilibrium conditions.

3.2.3.14
off state (region)
state of the TSS in a quadrant in which switching can occur, that corresponds to the high
dynamic-resistance portion of the characteristic between the origin and the beginning of the
breakdown region

[IEC 60747-6, modified]

3.2.3.15

on state (region)

condition of the TSS corresponding to the low-resistance low-voltage portion of the principal
voltage-current characteristic in the switching quadrant(s)

3.2.3.16
parameter
device descriptor that is measurable or quantifiable, such as a characteristic or rating
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3.2.3.17
courant principal
terme générique du courant s'écoulant dans le dispositif a I'exception du courant de gachette

NOTE C'est le courant entre les bornes maitresses.

3.2.3.18

tension principale

tension entre les bornes maitresses

NOTE 1 Dans le cas de thyristors a blocage ou conduction inverse, cette tension principale est dite positive si le

potentiel de I'anode est supérieur a celui de la cathode; elle est dite négative si le potentiel de I'anode est inférieur
a celui de la cathode.

NOTE 2 Pour les thyristors bidirectionnels, la tension principale est dite positive si
maitresse 2 est supérieur a celui de la borne maitresse 1.

3.2.3.19
caractéristique principale tension-courant (caractéristig

3.2.3.20
quadrant

3.2.3.21

valeur assignée
valeur nominale de qua
définir les conditis

meécanique ou environnementale destinée a
s lesquelles un composant, une machine, un

3.2.3.22
valeur assi
valeur assigng iy nt étre appliquée de maniére continue au thyristor

1) direction du couranht dans une jonction PN due au potentiel positif de la région N du semi-
conducteur par rapport a la région P

2) direction du courant dans un dispositif a semi-conducteur due au potentiel positif de la
région N du semi-conducteur connecté a une borne positive par rapport a la région P
connectée a l'autre borne

NOTE Cette définition peut ne pas étre applicable si plusieurs jonctions sont connectées en série avec au moins
une jonction dont les régions N et P sont inversées.

3.2.3.24

point de commutation

point de la caractéristique principale tension-courant pour lequel le thyristor amorce et
commute a I'état passant

NOTE Ce point apparait en fin de région de renversement et au début de la région de résistance différentielle
négative.
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3.2.3.17
principal current
generic term for the current through the device excluding any gate current

NOTE It is the current through both main terminals.

3.2.3.18

principal voltage

voltage between the main terminals

NOTE 1 In the case of reverse blocking and reverse conducting thyristors, the principal voltage is called positive

when the anode potential is higher than the cathode potential, and called negative when the anode potential is
lower than the cathode potential.

NOTE 2 For bidirectional thyristors, the principal voltage is called positive when the potefpti ain terminal 2 is
higher than the potential of main terminal 1.

3.2.3.19
principal voltage-current characteristic (principal charag

3.2.3.20

quadrant
when the principal voltage-current characteristi
current, i, axes create four areas ca
clockwise as first, second, third and
quadrant, +v and +i, and the third quadya

3.2.3.21
rating

nominal value of any plectric
define the operating conui

device, etc., is e
NOTE 'Rating' is a geweri

at a positive potential relative to the P-type region

2) direction of current in a semiconductor device that results when the N-type semiconductor
region connected to one terminal is at a positive potential relative to the P-type region
connected to the other terminal

NOTE This definition may not apply if one or more junctions are connected in series with at least one other
junction whose P and N regions are reversed.

3.2.3.24

switching point

point in the principal voltage-current characteristic at which the thyristor regenerates and
initiates switching into the on-state

NOTE This point occurs at the termination of the breakdown region and the start of the negative differential-
resistance region
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3.2.3.25

quadrant de commutation

quadrant de la caractéristique principale tension-courant dans lequel le dispositif est destiné a
commuter de I'état bloqué a I'état passant

NOTE Pour un thyristor bidirectionnel, les quadrants de commutation sont 1 et 3. Pour un thyristor a blocage ou a
conduction inverse, c'est le quadrant 1. Pour un thyristor a conduction directe ou inverse, c'est le quadrant 3.

4 Fonction fondamentale et description des composants

Cet article traite de la structure du dispositif de base, de son circuit équivalent, des valeurs des
caractéristiques, des parameétres de fonctionnement et des structures avec fonctions
renforcées.

41 Types de TSS

Les TSS sont classés selon le type de caractéristiques dans les quia € nombre
de bornes. Au moins un quadrant aura un quadrant de commutation 1). L'autre
quadrant peut avoir une caractéristique de commutation, de/blogage nduction de diode
(voir figures 1 et 2). Les dispositifs de commutation da quadrant sont appelés
unidirectionnels et peuvent avoir deux (diode), trois A(triode : rode) bornes. De

pIus les dispositifs a deux quadrants de commutati idipectionnels et peuvent

Nombre de Aptres carek'\\i\lq\eidu quadrant
bornes
Bloc/aqe \\Cow Coupure

2 Blocage inver: ou\%ge nd vefse ou TSS a diode bidirectionnel

. direct TSSq dIO uctlon djrecte TSS a
(diode) diode

3 @n rse ou blo ge ndugtion inverse ou TSS a triode bidirectionnel a
) dir triode a gac co ction directe TSS a géachette P ou N ou a gachette
(triode) P ou thode a gachette P ou N combinée P et N (triac)
4 Bloc myvers OW Conduction inverse ou TSS a tétrode bidirectionnel 2
3 dlre t T tétrode a conduction directe TSS a gachettes
(tétrode)  gachette R ou tétrode & gachette P ou N

5 \ \\/ TSS a pentode bidirectionnel
N\

3 hett
(pent@ gachettes

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61643-3412001


http://www.avadocuments.com/doc/iec-61643-341-2001
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61643-341-2001

61643-341 O IEC:2001

3.2.3.25
switching quadrant

— 35 -

quadrant of the principal voltage-current characteristic in which the device is intended to

switch between the off-state and the on-state

NOTE For a bidirectional thyristor the switching quadrants are the first quadrant and the third quadrant. For a
reverse blocking or reverse conducting thyristor the switching quadrant is the first quadrant. For a forward
conducting or reverse conducting thyristor the switching quadrant is the third quadrant.

4 Basic function and component description

This clause covers the TSS types, basic device structure, its equivalent circuit, characteristic
values, operational parameters and structures with increased functions.

41 TSS types

table 1).

Number of terminals

/A Ot}e\r\}Qadﬁqt characteristics

Blockir\g

n}}cting

Switching

(te e)

forward conducting
tetrode TSS P-gate and
N-gate

2 everse conducting or Bidirectional diode TSS
. d conducting
(diode) diode TSS
3 Reverse conducting or Bidirectional triode TSS
) forward conducting P-gate or N-gate or
(tr'OdQ triode TSS P-gate or N- | combined P-gate and
(\ gate N-gate (TRIAC)
4 Reverse conducting or Bidirectional tetrode

TSS 2 gates

Bidirectional pentode
TSS 3 gates

>
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Ippsm™
Caractéristique de Caractéristique de
Frsm commutation commutation
Pente de renversement Pente de renversement
positive négative

IrrRM™]

= |
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